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IV族材料であるGeSnの光学特性発現のため、GeSnの結晶成長と光学パターニング
形成技術開発を行った。

実験
Experimental

分子線エピタキシー法を用いて形成したGeSn/Ge基板に対し、RIEとフッ化水素酸
エッチングを行い、そのエッチング特性を評価した。

結果と考察
Results and Discussion

CF4とSF6を用いてGeSnのRIEエッチングを行い断面SEM観察を行った所、いずれ
も凹凸が見られた[Fig .1(a)]。これはSnとGeの不均一エッチングに起因すると考え
られる。一方、RIE後にフッ化水素酸エッチングを組み合わせることで表面の平滑
化を実現した[Fig .1(b)]。
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Figures, Tables and

Equations 1

Fig.1 (a) CF4とSF6を用いたGeSnのRIEエッチング後の断面SEM像. (b) RIEエッチン
グ後にフッ化水素酸エッチングを行った場合の断面SEM像.
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